TARPTAUTINIAI
1. NEXUS projektas “Imprinting of ordered organic nanofibers”(2005-2006m.)
Vykdytas kartu su Piety Danijos universitetu.

Sukurta ir pagaminta jspaudimui tinkanti matrica. Orientuotoms organinéms nanoskaiduloms jspausti
panaudotos karsto jspaudimo ir mikroperkélimo technologijos. Jspausty nanoskaiduly geometrija ir
kokybé jvertinta naudojant Siuolaikinius pavirSiaus analizés metodus.

2. Europos tyrimy, plétros ir bendradarbiavimo programos "Eureka"projektas E!3444-
EULASNET-ULCOP "Nauja Veleny gamybos technologija" (2005-2006m.)

Atlikta:

1) Plieno karsto valcavimo procesy apibadinimas, patikslinant pagrindines problemas, sglygojancias
Siuose procesuose naudojamy veleny ilgaamZiskumo sumaZéjimg. Duomeny apie galimy veleny
dangy charakteristikas surinkimas. Tinkamy apsauginiy dangy auginimo technologijy apibtdinimas ir
aprasymas. (UAB Technologija).

2) WC-Co ultradispersiniy sferiniy milteliy sintezé. (NEOMAT Co., Latvija).

3) WC-Co dangy formavimas ant plieno. WC-Co padengty valcavimo veleny bandymai realiomis
salygomis metalurgijos jmonéje. (UAB Technologija).

4) Ant plieno suformuoty volframo karbido - kobalto dangy morfologijos, struktiros bei cheminés
sudéties analizé. Dangy formavimo technologiniy procesy parametry ir WC-Co padengty detaliy
eksploatavimo saglygy jtakos dangy savybéms ir ilgaamziskumui. vertinimas (KTU Fizikinés elektronikos
institutas)

5) Dangy formavimo technologiniy procesy parametry optimizavimas, atsizvelgiant j dangy tyrimo ir
veleny bandymo rezultatus. (UAB Technologija)

NACIONALINIAI

1. Prioritetiniy Lietuvos moksliniy tyrimy ir eksperimentinés plétros krypciy programos
projektas “Naujos kartos nanometriniy protaky su dvimatémis elektrony dujomis fliuktuaciné
spektroskopija” (FLIUKTUACIJOS)(2005-2006m.)

Vykdytas kartu su PFI, VU, VU TFAI.

Projekto paskirtis: iSplésti Puslaidininkiy fizikos instituto Fliuktuaciniy reiskiniy bei Vilniaus
universiteto TriukSmy tyrimo laboratorijose sukurty originaliy fliuktuaciniy metody panaudojimo sritj
tiriant ypac sparcius kinetinius vyksmus bei fliuktuacijas naujos kartos nanodariniuose i$ jtempto
silicio, jtempto silicio-germanio, galio arsenido, indZio fosfido, galio nitrido bei jiems giminingy
puslaidininkiy. Tikslas — tarptautiniu lygiu dalyvauti kuriant sparciosios elektronikos bei
optoelektronikos fizikinius pagrindus, tuo jtakojant aukstyjy technologijy raidg Lietuvoje ir pasaulyje.
Kauno technologijos universiteto Fizikinés elektronikos instituto mokslo darbuotojy dalyvavimas
projekte leido séekmingai ir laiku spresti iSkylancias technologines problemas: Sio instituto mokslininkai
turi patirtj A3B5 puslaidininkiy bei jy dariniy Sotkio ir ominiy kontakty formavimo bei pavirsiaus
paruosimo (jonpluoscio bei chalkogenidy tirpalais) srityse. Vykdant projektg buvo panaudota Vilniaus
universiteto Teorinés fizikos ir astronomijos instituto teoretiky kvalifikacija, sukaupta tiriant
fliuktuacijy Saltinius.



Konkretus darbo tikslas — sparciy ir labai sparciy elektroniniy vyksmy fliuktuacinés spektroskopijos
paZzanga ir jos panaudojimas tiriant naujos kartos darinius, skirtus greitaveikei silicio ir A3B5 junginiy
elektronikai ir optoelektronikai. Fliuktuaciniai metodai, kurie buvo sukurti anksciau ir aprobuoti tiriant
AlGaN/AIN/GaN, AlGaN/GaN darinius, buvo istobulinti juos pritaikant mikrobangy ruozo lauko
tranzistoriy ir heterodariniy tranzistoriy protaky eksperimentiniams tyrimams, jskaitant neardantj
darinio savybiy tikrinima (on-wafer characterization). Pagrindinis démesys buvo skiriamas jtemptoms
nanometrinio storio silicio protakoms, jspraustoms tarp SiO2 sluoksniy (Si02/Si/Si02), jtemptoms
(pseudomorfinéms) Si/Ge protakoms, suderintoms ir pseudomorfinéms A3B5 junginiy protakoms su
dvimatémis elektrony dujomis, bei kitoms. Unikali impulsiné mikrobangy ruozo elektriniy triukSmy
matavimo metodika buvo panaudota karstyjy elektrony energijos relaksacijos trukmeés, karstyjy
fonony suirimo trukmeés priklausomybéms nuo elektrinés galios bei gamybos technologijos ypatumy.
Buvo isSplétoti teoriniai sparciyjy kinetiniy vyksmy, jy relaksacijos laiky ir fliuktuacijy spektriniy
priklausomybiy tyrimo metodai. Teoriskai jvertintas elektrony iSsigimimo jtaka fliuktuaciniams
reiSkiniams dvimatése elektrony dujose. Panaudojant unikalig Zemo daZnio triukSmo charakteristiky
matavimo metodiky, buvo tiriamos naujos sandaros itin sparéiy optoelektronikos prietaisy
(GalnAsP/InP, GaAs/AlGaAs ir GaN lazeriniy bei Sviesos diody su nanodariniais, InGaAs grittiniy ir p-i-
n fotodiody) triuk§my charakteristikos, jvertinta triukSmo charakteristiky ypatybiy sgsaja su minéty
prietaisy sandaros ir gamybos technologijos ypatumais, kokybe ir ilgaamziskumu. Bendradarbiaujant
su gamintojais buvo nustatyti veiksniai, lemiantys Siy prietaisy veikimo charakteristikas ir patikimumga,
bei galimybes tobulinti prietaisy sandarg ir gamybos technologija. Tiek teoriskai, tiek eksperimentiskai
buvo tiriamos greitaveikiy puslaidininkiniy lazeriy su kvantiniais dariniais dinaminés, impulsinés ir
dazZninés charakteristikos, jvertinti krdvininky ir fotony parametrai lazerinés veikos srityje.

2. Aukstyjy technologiju plétros programos projektas "Naujy mikroreljefo formavimo
technologijy tobulinimas ir diegimas" (MINATECH)(2005-2006m.)

Vykdytas kartu su KTU, VU, FI, AB "Ekranas", UAB "Lodvila".

Projektas buvo skirtas naudojamy litografiniy procesy tobulinimui, naujy ir nasiy mikro- ir nanoreljefo
formavimo technologijy (optinés holografijos, terminio spaudimo ir nanojspaudimo litografijos)
sukdrimui, jy taikymui optiniy priemoniy gamyboje (dokumenty ir prekiy apsaugai nuo klastojimo bei
padirbinéjimo) bei naujos kartos funkciniy organiniy nanoelektronikos ir nanooptoelektronikos
elementy (fotoniniy kristaly, planariniy bangolaidiniy struktdry, lauko tranzistoriy) kirimui. Projektu
siekta vienyti mokslo ir studijy institucijy bei aukstyjy technologijy pramonés subjekty bei aukstyjy
technologijy produkty vartotojo ir diegéjo (UAB "Lodvila") pastangas moksliniy tyrimy ir naujy
technologijy diegime.

Jgyvendinus projektg, sukurta nauja pazangi dokumenty ir prekiy apsaugos nuo klastojimo
technologija, kuri jdiegta UAB “Lodvila” (spaustuvéje, turinlioje licencijg spausdinti vertybinius
popierius), parengta hologramy gamybos ir kontrolés technologiné dokumentacija. Taikant naujas
formavimo technologijas, sukurtas fotoninio bangolaidinio prietaiso prototipas (pasyvus optinis filtras
su dispersijos kompensatoriumi 1.5 mm bangos ilgiui); fotoninio plazmoninio bangolaidinio prietaiso
prototipas (pasyvus optinis filtras ir plazmoninis bangolaidis 2-12 mm bangos ilgiy spektrinei sriciai),
organinio lauko tranzistoriaus prototipas (tam naudojant unikalias medziagas).



